Priprava polariza¢niho stavu svétla

Konzultant: RNDr. Jakub Zazvorka (zazvorka.jakub@gmail.com)

Projekt bude zaméfen na pfipravu a charakterizaci polarizacniho stavu svétla pro
spinové zavislou luminiscenci materialu CdTe. Svazek z laditelného Ti-safirového
laseru bude prochazet optickymi prvky tak, aby na vzorek dopadalo levotoCivé nebo
pravotoCivé kruhové polarizované zareni. Primarni cil projektu bude co nejpfesné;si
nastaveni polarizacnich prvkl pro nasledné studium luminiscence.

Luminiscence predstavuje jednu z nejvyznamnéjSich metod pro studium materialt
vyznamnych pro optoelektroniku. Dochazi pfi ni k vybuzeni atomi do excitovanych
stavl a k naslednému vyzareni fotond, jeZ jsou detekovany spektrometrem.

Literatura:

1. Petr Maly, Optika, Karolinum 2008
2. lvan Pelant, J.Valenta, Luminiscencni spektroskopie, Academia, 2006
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Priprava polovodicového detektoru RTG a gama zareni

Skolitel: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.

(belas@karlov.mff.cuni.cz)

Prace je zaméfena na studium
vlastnosti detektori zafeni gama
na bazi polovodice (CdZn)Te.

V ramci prace budou pfipraveny
a promérfeny testovaci vzorky
detektord. Cilem prace je
diskutovat jednotlivé vlastnosti
detektorq, které zasadnim
zpusobem ovliviuiji jejich kvalitu.
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Fig.1 Operation principle of semiconductor detectors.
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Literatura:

1. Zaklady fotoniky 3, edit. B.E.A.Saleh, M.C.Teich, matfyzpress, ISBN

80 — 85863 - 057

2. Radiation Detection and Measurement, G.F.Knoll, J.Wiley&Sons,Inc., ISBN
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Méreni mikroluminiscence v semiizolacnim CdTe

Vedouci: prof. Ing. Jan Franc, DrSc. (franc@karlov.mff.cuni.cz)

Luminiscence predstavuje jednu
Z nejvyznamnéjSich metod pro studium
materiald vyznamnych pro
optoelektroniku.  Dochazi pfi  ni
k vybuzeni atomlO do excitovanych
stavl a k naslednému vyzareni fotonu,
jez jsou detekovany spektrometrem.
Ze spektralniho pribéhu luminiscence
pak lze ziskat dullezité informace o
stavu materialli, poruchach limitujicich

ucinnost optoelektronickych
soucastek, které pak slouzi jako
vstupni parametry pro

modelovani detektorli a v nich
probihajicich  procest. Vramci
studentského projektu  budou
provedena méfeni na aparatufe
pro mapovani fotoluminiscence
pfi nizkych teplotach. Stavajici
aparatura bude doplnéna o
mikroskop, jez umozni fokusaci
svazku a presna mérfeni oblasti o
rozmérech nékolika desitek pm>.
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Literatura:

1. Petr Maly, Optika, Karolinum 2008
2. lvan Pelant, J.Valenta, Luminiscencni spektroskopie, Academia, 2006



Redukce objemovych defekti v CdTe/CdZnTe zihanim

Konzultant: Mgr. Luké$ Sedivy (luky.sedivy@gmail.com)

Polovodi¢ Cd(Zn)Te

teploty a pfi primyslové vyrobé solarnich cel.
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je perspektivni material s velkym aplikanim potencialem. V posledni dobé
je vyuzivan hlavné pfi konstrukci detektorll rentgenového a gamma zareni pracujicich za pokojové

Material je Siroce pouZitelny pro celou fadu aplikaci.
Napfiklad velmi atraktivni je jeho vyuZiti v mediciné,
kde se pouziva jako detektor v CT, Roentgenech
a mamografech. Nalezneme ho také v zafizenich
k neinvazivhim metodam charakterizace materialu,
monitoringu  radioaktivnich  prvkd (v jadernych
elektrarnach, uloZistich jaderného odpadu atp.)
V souCasné dobé vyvstadva velice aktualni potencialni
aplikace vramci boje proti terorismu, kde by CdTe

0 \ 1 detektor mohl slouZit k odhalovani pfipadnych rizik
na letistich.

Pro efektivni vyuZiti Cd(Zn)Te ve vSech téchto
aplikacich je nesmirné dilezité, aby bylo mozné
pfipravit krystaly Cd(Zn)Te ve vysoké kvalité.

Proto je tato prace je zaméfena na vyzkum
dynamiky objemovych defektd (inkluzi
a precipitatl) polovodic¢i CdTe/CdZnTe.

Vramci projektu budou charakterizovany
objemové defekty za vyuziti infracerveného
mikroskopu. Dale bude studovan vliv zihani
v definovaném tlaku kadmiovych a telurovych

o

(a) pred Zihanim (4x zvétSeni) (b) pied zihdnfm (20x zvétseni)

par na velikost a distribuci téchto defekt. (c) po zthéni v Cd (4% zvetseni) (d) po zihéni v Cd (20x zvétzeni)

Pfinos pro studenta (dle osobnich preferenci):

1. ZkuSenosti s pfipravou polovodi¢ovy vzork( (fezani, Gprava povrchu).

2. Méfeni na infraerveném mikroskopu
3. Priprava zihacich experimentu
4,

Prace v mladém dynamickém kolektivu na FU UK, védecky stimulujici prostfedi, zauceni
do védecké prace a metodiky, ndhled za oponu bézné védecké praxe.

Literatura:

1. Termodynamika pevnych latek, B. Sprusil, skripta UK Praha 1982, Il. vydan
2. Semiconductor detectors, 1968, edit. G.Bertolini, A.Coche, North-Holland Publish. Company,

Amsterdam

3. Fyzika a Technika Polovodicu, SNTL 1990, edit.H. Frank, ISBN 80-03-00401-2
4. Diffusion in Solids, P.G.Shewmon, McGraw-Hill Series in Mater.Sci.Engin.,
5

Odborné ¢lanky tykajici se dané problematiky



Kalibrace optického zdroje
(Laser, Halogenka)

Konzultant: Mgr. Luka$ Sedivy (luky.sedivy@gmail.com)

Polovodi€ Cd(Zn)Te je perspektivni material s velkym aplikaénim potencialem. V posledni dobé
je vyuzivan hlavné pfi konstrukci detektorll rentgenového a gamma zareni pracujicich za pokojové
teploty a pfi primyslové vyrobé solarnich cel.

Materidl je Siroce pouzitelny pro celou fadu aplikaci.
Napfiklad velmi atraktivni je jeho wvyuZiti v medicing,
kde se pouziva jako detektor v CT, Roentgenech
a mamografech. Nalezneme ho také v zafizenich
k neinvazivnim metodam charakterizace materialu,
monitoringu  radioaktivnich  prvkd (v jadernych
elektrarnach, ulozistich jaderného odpadu atp.)
V souCasné dobé vyvstava velice aktualni potencialni
Tl ' FTETurTe \'TT“\ sy aplikace v ramci b?J:e proti teror’istnu,w kde t?y C(Ij'l.'e
- X . detektor mohl slouzit k odhalovani pfFipadnych rizik

0 \ 1 na letistich.

Pro efektivni vyuziti Cd(Zn)Te ve vSech téchto aplikacich je nesmirné dulezité porozumét statickym
i dynamickym vlastnostem zakézaného pasu (tzv. gapu), ktery definuje elektrické i detekéni chovani
polovodice.
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Vramci tohoto projektu se student seznami se stavajici aparaturou pro méreni
vysokoteplotniho gapu, provede néktera zakladni méreni, sestavi optickou drahu pro méreni

vykonu zdroje svétla a pripadné rozsifi aparaturu o laditelny laserovy svazek.

Pfinos pro studenta (dle osobnich preferenci):
1. ZkuSenosti s tvorbou optické drahy (vybér a nakup komponentl, sefizeni aparatury, prace
s laserem i monochromatorem, ...).
2. Prace v mladém dynamickém kolektivu na FU UK, védecky stimulujici prostfedi, zauceni
do védeckeé prace a metodiky, nahled za oponu bézné védecké praxe.

Literatura:
1. Semiconductor detectors, 1968, edit. G.Bertolini, A.Coche, North-Holland Publish. Company,
Amsterdam

2. Fyzika a Technika Polovodi¢t, SNTL 1990, edit.H. Frank, ISBN 80-03-00401-2
3. Odborné ¢lanky tykajici se dané problematiky.



